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Заключение

ки информации. В частности, уже в ближайшие годы могут 
быть промышленно реализованы элементы памяти со сверхвы
сокой плотностью (1012 бит/см2) записи информации, что в ты
сячи раз превосходит плотность записи на традиционных ла
зерных дисках.

Учитывая резкий рост публикаций по нанотехнологиям, 
структурам и приборам и широчайший характер практических 
направлений исследований, можно с уверенностью сказать, что 
одним из ближайшим продолжений развития микроэлектрони
ки является наноэлектроника.

Нанотехнология обеспечивает не только успехи в развитии 
элементной базы информационного приборостроения. Уже в 
настоящее время нанотехнологические разработки используют
ся в медицине, робототехнике, машиностроении, атомной энер
гетике, оборонных системах и многих других областях. Не слу
чайно в подавляющем большинстве развитых стран огромное 
внимание уделяется поддержке национальных программ по на
нотехнологиям. Начало X X I века будет характеризоваться бур
ным развитием нанотехнологий вообще и наноэлектроники в 
частности.
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